
Fig. 1. AFM images of multi-stacked Ge QDs. 

 

Fig. 2. Photoluminescence spectra of multi-

stacked Ge QDs. 
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【研究背景】 

C-Si 反応による c(4×4)表面再構成を利用し

て形成した自己組織化 Ge量子ドット(QD) [1, 2]

の積層化を検討している。本報告では、Ge QD

と Si スペーサの交互積層構造の形成条件によ

る室温 PL特性の変化について考察した。 

【実験方法】 

試料は固体ソースMBE装置によって作製し

た。基板温度(Tsub)200°C で Si(100)基板上に C

を 0.25 ML堆積後、750°Cで 10分間の熱処理

により C-Si 結合を形成し、Si 表面を再構成し

た。その後、Tsub = 450°Cで 2 nm相当の Geを

堆積し、Ge QDを形成した。10 nmの Siスペ

ーサ層と 2 nm相当の Ge QD層を Tsub = 450°C

で交互に堆積し、積層構造を形成した。形状確

認のために、最表層を Ge QDとした。 

【結果と考察】 

QD積層数 = 1, 2, 4, 11層の AFM像を Fig. 1

に示す。1層目 Ge QDの平均粒径 11.9 nmに対

し、積層数の増加に伴い粒の増大と密度の低下

を観測した。積層 Ge QDの室温 PLスペクトル

を Fig. 2 に示す。Ge バルクからの発光に起因

する 1550 nm付近のピークに加えて、1350 nm

付近の Ge QD からの発光を観測し、積層数の

増加に伴うピーク強度の増加を確認した。1350 

nm付近の発光は、粒径 12 nmの Ge QDの量子

化準位からの発光と算出でき、発光ピークの広

がりは積層数増加に伴う QD の肥大化に起因

すると考えている。 
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